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La prescnte invencidn se refiere a un perfec~
cionamiento aportado a la fabricacidén de los condensa-
dores de Tdntalo del tipo designado corrientemente por
los términos “"Condensadores de Tdntalo sdlidos". Bstos

Be condensedores electroliticos comprenden esencialmente
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un dnodo de Tdntalo fritado, un dieléctrico de dxido de
Téntalo formado por la oxidacidn del dnodo, una capa de
semi-conductor, generalmente de bidxido de Manganeso,
recubriendo el mencionado dnodo y un cédtodo, frecuente
mente constituido por una capa de grafito que envuelve
el conjunto,

Bstos condensadores seran designados a continua
c¢ibn como "Condensadores del tipo considerado', Las ven-—
tajas de este tipo de condensador electrélitico son bien -
conocidas del perito en la materia y es obvio de conside
rarlos aqui. Estas ventajas son tales gue su utilizacidn
este muy extendida, conduciendo a los fabricantes a divex
sificar las posibilidades de este tipo de condensadores,
principalmente a mejorar las pruebas del +tipo: comporta-".
miento frente a la temperatura, tensién de servieio, fac
tor de disipacidn. | |

Ia. presente invencidn tiene esencialmenté por

_objeto un procedimiento de fabricacidn de la capae semi~

conductora en un condensador del tipo counsiderado que
asegura una reduceién del factor de disipacidn y una dis
minueidn de la variacidn relative de la capacidad en fun
cidn de la temperatura.

Ia invencidn estéd esencialmente caracterizada
por la introduccidn, en la capa semiconductora de bidxi-
do de Manganeso, de una impureza metdlica cuya concentra .
cibn esta comprendida entre 1 y 2% en peso con relacidn
al Manganeso.

Segun una variante de la invencidn, el metal
adicionado al Manganeso es el Cesio. Segin una variante

preferida de la invencidn, el metal afiadido al Manganeso
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La invencidn serd bien comprendida refiriendose
e la descripcidn siguiente dada a titulo ilustrativo de
le invencidn sin ningun caracter limitativo. Es bien co
nocido que el procedimiento habitualmente utilizado para
formar la capa semiconductora alrededor del dnodo de Tén
talo fritado de los condensadores del tipo considerado,
después de la formacidn de la capa de Oxido dieléetrico
por oxidacibn anddica del dnodo poroso, en impregnar el
mismo con una solucidn de nitrato de Manganeso que se
descompone a continuacidn en bidxido por calentamiento.
La descomposicidn pirolitica del nitrato se efectua a
una temperatura del orden de 30000, la capa de 6xido se
encuentra frecuentemente impurificada en el curso de la
operacidn y es necesario reformarls ulteriormente. La ca
pa de simiconductor obtenida es generalmente insuficien-
te y la operacidn de impregnacidn seguida de la descompo
sicidn pirolitica ¢s generalmente repetida una & varias
veces. Segun la presentc invencidn, estd previsto impreg
nar el cuerpo del dnodo con la ayuda de una solucidn cons
tituida por una mezela de nitratos de Manganeso y de otro
netal, en proporciones convenientes, pars que la propor-
cién del peso del metal de impureza al paso del HMangane-—
g0 este comprendida en la gama 1 a 2%. El proceso de fa-
bricacidn se prosisue a continuacidén semin la téenica
habitual.

En dos formes particulares de poner en prictica
la invencidn, las soluciones que sirven para la impregna
cién de los dnodos estan constituidas respectivamente de

la manera sigulente:
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Solucidl dgin.tr to" de Manganeso con 2 moles

A

por litro a la que se afiaden 0,16 moles de NOBGs por li=-

tro
B

por litro a la que se afiaden 0,05 moles de (NO3)4Th por
Iitro.

Solucidn de nitrato de Manganeso con 2 moles

Cuando se miden las caracteristicas de los con-
densadores formados a partir de dnodos impregnados con
ayuda de una mezcla de nitratos segin la invencién y que
se las compara a las de los condenssdores formados a par-
tir de dnodos impregnados con ayuda de una soluecidn de
nitrato de Manganeso puro con 2 moles por litro, siendo
idénticas las otras operaciones de fabricacidn, se obtie

nen los resultados siguientes:

Variacidn relative -
Factor de  de la capacidad en-
disipacién tre 20y 85 en %

~ Anodo impregnado con
ayuda de nitrato de

¥n puro 3,45 ‘ 12,93
-~ Anodo impregnado con
solucidn (A) 2,9 11,33

- Anodo impregnado con
solucidn (B) _ 2,6 10,3

Quede bien entendido que los dos ejemplos que
acaban de darse, lo son unicamente a titulo de ejemplo
sin ningun caracter limitativo en cuanto. al alcance de la
invencién, ,

Es deficil de explicar, sobre el plano tedrico,
la influencia de las impurezas metdlicas sobre el compor—

tamiento del bidxido de Manganeso y sobre el semiconducton

Se sabe que por descomposicidén pirolitica del nitrato se
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obtiene bidxido de Manganeso de forma alfa, a la vez
cristalizable y estequiométrico. La inclusidn de 4tomos
extrafios parece conducir a la formacidn de bidxido de
Manganeso de forma gamma (ver princijalmente los traba
jos de Chevillot y Brenet, Schweizer, Archiv Jan 60 p.
10~ C.R. Acad. Sciences 9/2/59 p. 776) no estequiométri
co pubs la aceidn catalitica es mucho mas viva que la
de la forma alfa. El estudio de los autores precitados
ha mostrado que la forma gamma presenta una resistividad
mas elevada que la forms alfa, la que podria explicar el
mejoramicnto del factor de disipacidn. ILa interpretacidn
de la accidn sobre la variacibn de la capacidad en fun-
cidn de la temperatura es mas delicada., Bs mucho mas di-
ficil de poner en evidencia la forma de bidxido de Mn for
mado en el curso de la impregnacidén de un dnodo poroso de
Téntalo fritado y la interpretacién adjunta estd dada a
titulo de hipdtesis con todas las reservas.
NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del inven
to asi como la manera de realizarlo on la préctica, debe
hacerse constar que las dlsposiciones anteriormente indi-
cadas son susceptibles de modificaciones de detalle en
cuanto no alteren su vrincipio fundamental. También se
hace constar que el invento corresponde a una solicitud
de patente presentada en Francia con el n¢ PV, 58,251 de
20 de Abril de 1966, acogiendose por lo tanto a los bene
ficios que conceden los Convenios Internacionales en vi=
gor, siendo lo que constifuye la esencia del referido in

vento y por lo que se solicita Patente de Invencidén por

20 afios en Espafia sobre: "PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRI
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CACION DE CONDENSADORES ELECTROLITICOS SOLIDOS", carac-
terizéndose por lo siguiente:

l.- Perfeccionamientos en la fabricacidn de
condensadores electroliticos sdlidos, caracterizados
porque comprenden impragnar su dnodo esponjoso, después
de oxidacidn anddica, con una solucidn que contiene una
mezela de nitrato de manganeso y de otro nitrato metdli-
co, -

2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
1, caracterizados porque el dnodo esponjoso despuds de
oxidacidn anddica, se impregna con una solucidn que con-
tiene nitrato de Manganeso y un nltrato de otro metfal en
proporeidn tal que el peso del segundo metal esté compren
dido entre 1 u 2% del peso de Manganeso, .

3.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
1, caracterizados porgque el dnodo esponjoso, despuds de
oxidacibén anddica, se impregna con una solucién que con
tiene wna mezcla de nitrato de Manganeso y nitrato de un
metal monovalente,

4.~ Perfeccionamientos sesin la reivindicacidn
1, caracterizados porque el dnodo esponjoso, después de
oxidacidn anddica, se impregna con wne solucién que con-
tiene una mezclae de nitrato de Manganeso y de nitrato de
Cesio, )

5.- Perfeccionemientos segin la reivindicacién
1, caracterizados porque el dnodo esponjoso despuds de
oxidacidén anddica, se impregna con una solucién que con-
tiene una mezecla de nitrato de Manganeso y de nitrato de
Torio.

6.~ "Perfeccionamientos en la fabricacién de con -
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densadores electroliticos sélidos", tal y como queda
substancialmente descrito en la presente Memoria.
Esta Memoria consta de siete hojas egeritas a
méquina pér una sola cara.
Madrid, /B‘ BE k-

LIGNES TELEGRAPHIQUES BT
TELEPHONIQUES.
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